
Fig. 4  NTCDI-C15 における移動度の熱処理依存性 

Fig. 3 NTCDI-Cｎの移動度 
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【諸言】有機薄膜トランジスタ(OFET)の作製には低コスト・プロセスの簡略化などの利点から溶
液プロセスでの作製が必要である。当研究室で可溶性ｎ型半導体材料ナフタレンジイミド誘導体
(NTCDI-Cn；Fig. 1)を開発し、アルキル鎖長が性能に与える影響を検討した 1)。その結果、n = 11

～13において、0.1～0.2 cm
2
/Vsと比較的高い移動度を示し、アルキ

ル鎖を長くする(n≧15)とデバイスの性能が低下することを明らか
にした。これに関して NTCDI が n≧15 において本質的に性能が低
下する可能性と共に、長鎖化に伴う溶解性低下と膜質低下の可能性
も示唆された。そこで今回、溶解性の影響を受けない真空蒸着プロ
セスにより各 NTDCI-Cnを成膜し、アルキル鎖長の変化のみがトラ
ンジスタ特性に与える影響と熱処理の効果について検討した。 

 

【実験】酸化膜付シリコン基板上に有機半導体 NTCDI-Cnを真空蒸
着で成膜した。その上に、ソース-ドレイン電極となる Auを真空蒸
着しトップコンタクト型トランジスタを作製した(Fig. 2)。デバイス
は真空中、室温で測定を行った。熱処理は真空オーブン用いて 100℃、
125℃で行った。その後、室温になるまで徐冷し再度測定を行った。 

 

【結果・考察】NTCDI-Cn の移動度を Fig. 3 にまとめる。C8

が 0.12 cm
2
/Vsと最も低く、C15 が 0.66 cm

2
/Vsと最も高くなっ

た。これはアルキル鎖が長くなるにつれ、分子間相互作用が強
くなることでパッキングが高度化し、膜質が改善されたためで
あると考えられる。したがって溶液プロセスによる成膜時に見
られた C15 での移動度低下は低溶解性に伴う膜質の低下が原
因と明らかになった。C18における移動度の低下の原因は不明
であるが、長すぎるアルキル鎖によるパッキングの阻害や不純
物の影響なども考えられる。NTCDI-C15 における熱処理の結
果を Fig. 4に示す。熱処理温度の上昇と共に、移動度が低下し 

た。そこで AFMを用いて膜表面の観察を行ったところ、グレ 

インサイズは増大しており膜欠損などは見られなかった。膜質 

は改善されていたため、電極と有機物のコンタクト部分の接触
抵抗が影響を及ぼしているのではないかと考えられる。今後、
長鎖アルキルをもつ NTCDI の溶解性を高めることにより、高
性能で溶液塗布可能な有機トランジスタ材料が可能と考えて
いる。 

 

 

 

Fig. 1 NTCDI-Cn 
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Fig. 2 デバイス構造 
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